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【はじめに】近年、データの増大により、不揮発性メモリの需要が一層高まっている。不揮発性メモリ

としてフラッシュメモリが広く用いられているが、微細化の限界から次世代の不揮発性メモリとして

ReRAMが注目されている。ReRAMの材料として酸化 Ta等の絶縁膜がよく用いられているが[1]、安価

で資源が豊富な Cを用いた ReRAMについても報告があり[2]、本研究でも可能性の検証を行った。 
【実験方法】作製した試料の断面図と平面図を図 1に示す。スパッタリング法を用いて Pt/Ti/SiO2/Si基

板上の一部に、下部電極として TiN(5nm), C(20nm)の順に堆積し、次にステンシルマスクを用い、直径

4mm の Cu/TiN 上部電極を同一基板上に 4 個形成した。作製した試料について、プローブを用いて電

流-電圧（I-V）測定を行なった。プローブは 2 端子であり、上部電極（Cu/TiN）を正側、下部電極側

（TiN/Pt）を負側とした。I-V測定では、0Vから 3Vまで 10mV間隔で測定した後、同じサンプルにつ

いて 0Vから-3Vまで 10mV間隔で測定した。この時±100mAで電流コンプライアンス制限をかけた。 

【実験結果】図 2 に複数点で行った I-V 測定の結果を示す。図から分かるように、順バイアス方向で

の I-V測定の結果は、各測定位置において大きくばらつきが見られるが、1桁から 2桁の間で急激に抵

抗変化する現象が見られた。これは ReRAM の SET 動作の可能性を示唆する。しかし、4 個の電極の

うち 2 個では急激な抵抗変化が見られなかった。一方、逆バイアス方向での I-V 測定では、高抵抗か

ら低抵抗に急激な抵抗変化が見られた 1 つの電極において一時的に低抵抗から高抵抗への急激な変化

が見られ、RESET 動作の可能性を示した。今回の結果は、アモルファスカーボンを使った ReRAM の

可能性を示していると考えられ、今後 I-V特性ばらつきや急激な抵抗変化の原因究明が課題である。 

本研究の発表には、SITグリーンイノベーション研究センターの助成を受けた。 

  
	    図 1. 作製したデバイスの構造.     図 2. 作製したデバイスの I-V特性. 

 ( a)断面図 (b)平面図  
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